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物質表面上には電子振動等のミクロなダイナ

ミクスが起因し発生する熱励起エバネッセント

波(波長 8 – 20 m)が局在している[1]．熱励起エ

バネッセント波の性質は物質や状態により異な

るため，分光計測の実現による物質上のミクロな

ダイナミクスの観察が期待されている．近年，熱

励起エバネッセント波を直接計測するため，外部

光源を用いないパッシブ型の THz 近接場顕微鏡

(s-SNOM)が開発された[2]．しかし，THz s-SNOM

には波長選択機能が無いため，熱励起エバネッセ

ント波の分光計測は困難であった． 

本研究では，パッシブ型の THz 近接場分光顕

微鏡を構築することで，ミクロな回路上の絶対温

度分布計測や活性化細胞の観察等，様々な分野に

おけるパッシブ分光計測の実現を目指している．

本分光顕微鏡はブレーズド回折格子からなる回

折格子型分光系を基本とした．波長 8 – 16 mに

おいて第一次回折光の回折効率が 60 %以上にな

るよう作製し[3]，回折格子をピエゾステージに

より回転させることで波長を選択する． 

開発した THz 近接場分光顕微鏡を用いて近接

場信号計測を行った．図 2(a)に SiC/Au のマイク

ロパターン試料の顕微鏡写真，図 2(b)と(c)に波長

14 mと15 mにおいて検出した近接場信号とト

ポグラフィを示す．本試料は SiC基板上に Auを

蒸着(100 nm程度)したものである．近接場信号は

図 2(a)中の矢印に沿って計測した．本分光顕微鏡

は，熱励起エバネッセント光強度が極めて低いの

に加え特定波長を選択するため，入射光強度がノ

イズレベルを下回ることが懸念されていた．しか

し，本計測において Au上と SiC上で判別可能な

近接場信号が複数波長で確認できた．Au 上の局

所エネルギ密度は SiC上よりも大きいため，図の

ように Au上では強い近接場光が検出される． 

以上のように，構築した THz 近接場分光顕微

鏡を用いて，複数波長における近接場分光を実現

した．熱励起エバネッセント波の分光検出は前例

がないため，パッシブ検出原理の解明や絶対温度

計測等の近接場分光を応用したミクロなダイナ

ミクス検出が近い将来期待できる．今後は広波長

帯域における近接場分光を実現し，幅広い試料を

対象とした近接場分光顕微鏡の実現を目指す． 
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Fig.1 A schematic diagram 
of passive spectroscopic 

Fig.2 (a) A microscopic image of the SiC/Au sample. (b, c) Near-field signal and 
topography at wavelength (b) 14 m and (c) 15 m. 
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